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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>The multi-chip package consists of an upper 

a 

lower semiconductor chip and a leadframe, whereby both chips are electrically 
connected with lead frame fingers. The chips feature solder-bumps, pref. 
solder-balls, consisting of an Pb-Sn alloy with, pref. a m.pt. higher man the 
cure temp, of the epoxy moulding cpd. used to encapsulate the device, on the 
bond pads and attachment to the lead fingers is by soldering. The solder-bumps 
are pref. located on the 2 chips along the same longitudinal line and pref. 
alternating between upper and lower die. Also claimed is orientation of the 
bumps on lower and upper chip along 2 parallel longitudinal lines and bond pads 
from upper and lower chips being bonded alternatingly to the lead frame fingers 
forming 2 comb patterns which are offset from each other by half the pitch 
between adjacent fingers or with butting lead fingers. An assembly process 
flow is also claimed. USE/ADVANTAGE - The process eliminates the wire bonding 
process, which allows the height above the chips to be reduced and which 
reduces electrical noise and cross-coupling. The process allows 2 chips to be 
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bonded simultaneously inside a single package, reducing the amount of work 
required and increasing the density of the device without increasing the 
package dimensions. Suitable package outlines are Quad flat-pack (QFP), Thin 
Small Outline Package (TSOP), other SOP and SOJ packages and Mini Square 
package (MSP). 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Multi-Chip-Halbleiterpackungen und Verfahren zur Herstellung solcher Packungen 

(§) Multi-Chip. Halbleiterpackung und eih Verfahren zur Her- 
stellung einer solchen Packung. Die Packung beinhaltet eine 
Vielzahl innerer Leitungen eines Leitungsrahmens, untere 
und obere Halbleiterchips, welche elektrisch mit einer 
unteren und oberen Oberflache der inneren Leitungen 
jeweils verbunden sind. Das obere und unter Chip hat 
jeweils eine Vielzahl von Kunstleitungen, die jeweils eine auf 
ihnen ausgebildete Lotstelle haben. Die Lotstelle ist mit 
jeder inneren Leitung durch eine Lotstelle verbunden, wo- 
durch das obere und untere Chip jeweils elektrisch mit der 
inneren Leitung verbunden ist. Das Verfahren beinhaltet die 
folgenden Schritte: Ausbilden von Poiyimidschichten an 
gegenuberliegenden Seiten von Oberflachen der Halbleiter- 
chips, Ausbilden von Lotstellen an Kunstleitungen der 
m Halbleiterchips nach Positionieren von inneren Leitungen 
bezuglich der Lotstellen, damit sie in einer Richtung ange- 
J ordnet sind, Verbinden der inneren Leitungen mit den 
Lotstellen und nach Oberlagern eines umgedrehten Chips 
auf ein anderes Chip, Durchfuhren einer Umhullung aus 
Epoxid an den Chips, um zu verursacrien, daS die Chips 
miteinander verbunden werden. Die vorliegende Erfindung 
liefert eine Multi-Chip- Halbleiterpackung mit den Vorteilen 
einer verbesserten Schaltkretsinteg ration und einer dadurch 
verursachten gewunschten Dicke einer zu erzielenden Pak^ 
kung. 
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Beschreibung kommliches Installationsverfahren installiert werden. 

Um jedoch den ProzeO zur Herstellung der bekann- 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich im allgemei- ten Multi-Chip-Halbleiterpackung p zu erzielen, sollte 

nenaufeineMulti-Chip-HalbleiterpackungundeinVer- die obere Packung p" der unteren Packung p' iiberla- 

fahren zur Herstellung einer solchen Packung. Insbe- 5 gert werden, wobei die Packungen p' und p" getrennt 

sondere bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine hergestellt worden sind, und elektrisch damit verbunden 

Multi-Chip Halbleiterpackung und auf ein Verfahren werden durch Verbinden der auBeren Leitungen 4 und 

zur Herstellung einer solchen Packung, bei dem Halblei- 4" der Packungen p' und p" miteinander, wie oben be- 

terchips an oberen und unteren Oberflachen einer Viel- schrieben. Weiterhin mu6 die Multi-Chip-Pakkung p ge- 

zahl iiinerer Leitungen eines Leitungsrahmens ohne 10 zwungenermaBen eine substantielle Dicke haben auf- 

Paddel jeweils befestigt werden, und zwar durch Loten grund einer Drahtschleifenhohe jeder Packung p', p", 

ohne einen zusatzlichen DrahtbondierungsprozeB, wo- welche wahrend dem DrahtbondierungsprozeB auftritt 

durch die Dicke von Packungen verringert wird auf- und auch aufgrund der Dicke der Epoxidhartzschicht 5 

grund einer erhdhten Integration des Elements und jeder Packung p', p". Somit hat die bekannte Multi-Chip 
auch der Hers tell ungsprozeB davon vereinfacht wird 15 Halbleiterpackung p die Nachteile, daB sie nicht eine 

und die Herstellungskosten verringert werden. gewunschte Dicke davon erzielen kann, und daB sie ei- 

In letzter Zeit hat es in Obereinstimmung mit Integra- nen im wesentlichen komplexen ProzeB zu ihrer Her- 
tionserfordernissen in den Halbleitertechniken mehrere stellung bendtigL Das heiBt, jede Packung p', p" wird 
Anstrengungen gegeben zur EinschlieBung von so vie- zuvor getrennt bereitgestellt, woraufhin eine von ihnen 
len Chips in einem begrenzten Raum wie mdglich. Zum 20 umgedreht der anderen uberlagert wird, um eine Multi- 
Beispiel wurden Multi-Chip-Halbleiterpackungen in Chip-Packung p zu ergeben. Zusatzlich hat die bekannte 
weitem Umfang verwendet, bei denen verschiedene Ty- Multi-Chip-Packung p zwei Leitungsrahmen und Lei- 
pen von Speicherchips in einem Speichermodul einge- tungsdrahte 5, die Anzahl der Leitungsdrahte 5 ist zwei- 
schlossen sind, wodurch eine Verpackung vom Hucke- mal diejenige der Leitungsrahmen, wodurch notwendi- 
packtyp bereitgestellt wird. 25 gerweise die Anzahl der benotigten Elemente erhoht 

Die in dem obigen Typ der Multi-Chip-Halbleiterpak- wird. Dementsprechend hat die bekannte Multi-Chip 

kung verwendeten bekannten Halbleiterchips haben im Halbleiterpackung einen anderen Nachteil, indem sie 

allgemeinen Funktionen zum Adressieren in einer notwendigerweise die Herstellungskosten aufgrund der 

Z-Richtung anstatt eines RAS (row address strobe) in benotigten Elemente erhoht 

dem Speichermodul oder ein Platinenniveau entspre- 30 Die bekannte Multi-Chip-Halbleiterpackung bendtigt 

chend einem Verfahren, wie zum Beispiel einem SOP notwendigerweise Leitungsdrahte, was zur Erzeugung 

(small outline package), einem SOJ (small outline Head von Rauschen fuhrt und eine Verstarkungsgeschwindig- 

package) oder einem TSOP (thin small outline package) keit im wesentlichen verlangsamt 

jeweils in Abhangigkeit von den dazugehorenden Ty- Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 

pen. 35 dung, eine Multi-Chip Halbleiterpackung und ein Ver- 

Ein representatives Beispiel der bekannten Multi- fahren zur Herstellung einer solchen Packung bereitzu- 

Chip-Halbleiterpackung des Huckepacktyps wird im stellen, bei dem die obigen Nachteile uberwunden wer- 

Detail in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 wie folgt den konnen. 

beschrieben: Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 

Bezugnehmend auf Fig, I, die eine Querschnittsan- 40 dung, eine Multi-Chip-Halbleiterpackung und ein Ver- 

sicht ist, welche eine Struktur einer Halbleiterpackung fahren zur Herstellung einer solchen Packung bereitzu- 

zeigt, vom bekannten Typ LOC(lead on chip)-SO)-(small stellen, in der obere und untere Halbleiter-Chips mit 

outline J-lead), hat die Packung ein Halbleiterchip l,das oberen und unteren Oberflachen innerer Leitungen ei- 

mit isolierenden Polyimidschichten 2 versehen ist, wel- nes Leitungsrahmens jeweils durch Loten verbunden 

che auf die oberen Oberflachen davon aufgebracht sind, 45 werden, wodurch die Integration verbessert wird und 

damit jede eine vorbestimmte Dicke innerhalb der ge- dadurch eine gewunschte Dicke der Multi-Chip-Pak- 

samten Lange und Breite davon hat. Das Chip i beinhal- kung erzielt wird. 

tet eine Vielzahl von Kunstleitungen 3, von denen jede Es ist weiterhin ein anderes Ziel der vorliegenden 

elektrisch mit einem Ende von jeder inneren Leitung 4 Erfindung, eine Multi-Chip-Halbleiterpackung und ein 

eines Leitungsrahmens durch einen Draht 5 verbunden 50 Verfahren zur Herstellung einer solchen Packung be- 

ist, wovon gegenuberliegende Enden mit der Kunstlei- reitzustellen, bei dem ein herkdmmlicher Drahtbondie- 

tung 3 und der inneren Leitung 4 jeweils verbunden rungsprozeB und ein herkdmmlicher GuBprozeB ausge- 

sind. Zusatzlich wird das Chip 1 durch einen GieBprozeB lassen werden konnen, wodurch ein Rauschen verrin- 

mit einer Epoxidharzschicht 6 Qberzogen, um einen vor- gert wird, eine Verstarkungsgeschwindigkeit erhoht 

bestimmten Bereich einschliefllich der inneren Leitun- 55 wird, die Herstellungskosten verringert werden, und der 

gen 4 abzudecken. HerstellungsprozeB vereinfacht wird 

Nach der Vorbereitung von Halbleiterpackungen mit GemaB einem Aspekt, liefert die vorliegende Erfin- 

dem oben erwahnten Aufbau ist eine der Halbleiterpak- dung eine Multi-Chip-Halbleiterpackung einschlieBIich 

kungen als eine obere Packung p" auf eine andere Halb- einer Vielzahl innerer Leitungen eines Leitungsrahmens 

leiterpackung p' mit dem gleichen Aufbau wie dem der 60 und obere und untere Halbleiter-Cips, die elektrisch mit 

oberen Verpackung p" zu uberlagern, worauf sie elek- oberen und unteren Flachen der Leitungen jeweils ver- 

trisch miteinander verbunden werden durch Verbin- bunden sind, wobei die oberen und unteren Chips je- 

dung einer auBeren Leitung 4 der oberen Verpackung weils eine Vielzahl von Kunstleitungen mit einer darauf 

p" mit einer auBeren Leitung 4' der unteren Verpak- ausgebildeten Lotstelle haben, wobei die Lotstelle mit 

kung p\ wodurch eine Multi-Chip-Halbleiterpackung p 65 der inneren Leitung durch Lotung verbunden wird. um 

des Huckepacktyps bereitgestellt wird. Die bekannte zu verursachen, daB die oberen und unteren Chips mit 

Multi-Chip-Halbleiterpackung p kann in einem Spei- der inneren Leitung durch eine Lotung verbunden wird. 

chermodul oder in einem Platinennieveau durch ein her- um zu verursachen, daB die oberen und unteren Chips 
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mit der inneren Leitung elektrisch verbunden werden. 

GemaB einem anderen Aspekt liefert die vorliegende 
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Multi- 
Chip-Halbleiterpackung einschlieOlich der folgenden 
Schritte: Ausbildung von Polyimidschichten an gegen- 
uberliegenden Seiten einer Oberflache jedes Halbleiter- 
chips, Ausbilden von Ldtstellen an Kunstleitungen des 
Halbleiterchips, nach Anordnen innerer Leitungen be- 
zuglich der Ldtstellen, so daB sie jeweils in einer Rich- 
tung angeordnet sind, Verbinden der inneren Leitungen 
mit den Ldtstellen und, nachdem ein nach den obigen 
Schritten verarbeitetes umgedrehtes Chip auf ein ande- 
res nach den obigen Schritten verarbeitetes Chip flber- 
iagert wurde, Durchfahren einer Umhilllung der Chips 
aus Epoxid, damit erreicht wird, daB die Chips miteinan- 
der verbunden sind. 

GemaB einem noch weiteren Aspekt liefert die vorlie- 
gende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer 
Multi-Chip-Halbleiterpackung einschlieBlich der fol- 
genden Schritte: Ausbilden von Polyimidschichten auf 
gegenuberliegenden Seiten der Oberflachen von jeweils 
oberen und unteren Halbleiter Chips, Ausbilden von 
Ldtstellen an Kunstleitungen des Halbleiter-Chips, An- 
ordnen innerer Leitungen bezuglich der Ldtstellen des 


terpackung gemaB der vorliegenden Erfindung vom 
LOC-COL-(lead on chip-chip on lead)-SOJ-Typ zeigt, 
enthalt die Packung ein Paar von Polyimidschichten 112, 
die an gegenuberliegenden Oberflachen der oberen Sei- 
5 te eines unteren Halbleiter-Chips 51 aufgebracht sind, 
urn eine Isolierschicht mit einer vorbestimmten Dicke 
bereitzustellen. Das untere Chip 1 ! hat eine Vielzahl 
von longitudinal angeordneten Kunstleitungen 13, auf 
deren jeder eine untere Ldtstelle 114 bereitgestellt ist 
io Jede untere Ldtstelle 14 ist mit einem Ende einer inne- 
ren Leitung 15 eines Leitungsrahmens durch Ldten ver- 
bunden, insbesondere durch RuckfluQIdten, wobei er- 
reicht wird, daB das untere Chip 11 elektrisch mit den 
inneren Leitungen 15 verbunden wird. Zusatzlich ist ein 
15 oberes Halbleiter-Chip 11' umgedreht und den oberen 
Oberflachen der inneren Leitungen 15 fiberlagert. Hier 
enthalt das obere Chip 1 1' ein Paar von Polyimidschich- 
ten 12', die jeweils an gegenuberliegenden Oberflachen 
der unteren Seite dayon aufgebracht sind und eine Viel- 
20 zahl von Kunstleitungen 13' auf deren jeder eine obere 
Ldtstelle 14' bereitgestellt ist. jede obere Ldtstelle 14' 
ist mit einer entsprechenden inneren Leitung 15 durch 
eine Ldtung verbunden. wodurch erreicht wird, daB das 
obere Chip 1 1 elektrisch mit den inneren Leitungen 15 


unteren Chips, so daB sie in entgegengesetzter Richtung 2 5 verbunden wird. Die Multi-Chip-Halbleiterpackung ein 


angeordnet sind, Oberlagern eines umgedrehten oberen 
Chips auf obere Oberflachen der inneren Leitungen des 
unteren Chips, Erwarmen der inneren Leitungen und 
der oberen und unteren Chips in einem RuckfluBofen, 
damit man die inneren Leitungen und die Chips mitein- 
ander zu der gleichen Zeit verbindet, danach Durchfuh- 
ren einer Umhuilung der Chips mit Epoxidharz. 

Die obigen und andere Aufgaben, Merkmale und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich deut- 


schlieBlich der oberen und unteren Chips 11' und 11, die 
elektrisch mit den inneren Leitungen 15 verbunden sind, 
wird dann durch eine Umhullungs-Epoxidharzschicht 16 
durch einen GuBprozeB abgedeckt, so daB ein vorbe- 
30 stimmter Bereich der Verpackung, welcher das untere 
und obere Halbleiter-Chip 11 und 11' und einen Teil 
jeder inneren Leitung 15 abdeckt, beschichtet wird. 

Wie oben beschrieben wird in der Multi-Chip Halblei- 
terpackung die elektrische Verbindung zwischen den 


licher aus der folgenden genauen Beschreibung in Ver- 35 inneren Leitungen 15 und den unteren und oberen Halb 


bindung mit der begleitenden Zeichnung. 

Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, die einen Aufbau 
einer Halbleiterpackung gemaB dem Stand der Technik 
zeigt; 

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, die einen Aufbau 
einer bekannten Multi-Cip-Halbleiterpackung zeigt, die 
Packungen von Fig. 1 aufweist; 

Fig. 3 ist eine Fig. ! entsprechende Ansicht, zeigt aber 
die vorliegende Erfindung; 

Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die ein Ausfuh- 
rungsbeispiel eines Prozesses zeigt, zum Herstellen ei- 
ner Multi-Chip-Halbleiterpackung gemaB der vorlie- 
genden Erfindung. 

Fig. 5A und 5B sind Querschnittsansichten, welche 
jeweils entlang der Schnittlinien A-A und B-B von Fig. 4 
aufgenommensind; 

Fig. 6 ist eine Fig. 4 entsprechende Ansicht, zeigt aber 
ein anderes Ausfiihrungsbeispiel; 

Fig 7A und 7B sind Querschnittsansichten, die jeweils 
entlang der Linie C-C und D-D von Fig. 6 aufgenom- 
men wurden; 

Fig. 8 ist eine ebene Ansicht, die ein AusfQhrungsbei- 
spiel der Kunstleitungsposition der Multi-Chip-Halblei- 
terpackung gemaB der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 9A und 9B sind jeweils eine ebene Ansicht und 
eine Querschnittsansicht, die jeweils ein anderes Aus- 
fiihrungsbeispiel der Kunstleitungsposition der Multi- 
Chip-Halbleiterpackung gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt 

Fog. 10 ist eine .Fog. 8 entsprechende Ansicht, zeigt 
aber ein noch weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Kunst- 
leitungsposition gemaB der vorliegenden Erfindung. 

Mit Bezug auf Fig. 3, die einen Aufbau einer Halblei- 


leiterchips 11 und II' durch eine Ldtung erreicht, wie 
z. B. ROckfluBldtung, wodurch die Integration der Pak- 
kung wesentlich verbessert wird. Zusatzlich gestattet es 
die Multi-Chip-Packung dieser Erfindung, daB wahrend 
40 der Herstellung ein herkdmmlicher Drahtbondierungs- 
prozeB ausgelassen wird, wodurch eine gewunschte 
Dicke davon verbessert wird, das Rauschen verringert 
wird, die Verstarkungsgeschwindigkeit erhdht wird, und 
der HerstellungsprozeB davon erleichtert und verein- 
45 fachtwird. 

Beim Herstellen der Multi-Chip : Halbleiterpackung 
dieser Erfindung werden Flip-Chip- Lot verfahren ver- 
wendet, wobei ein Chip umgekehrt auf eine Schaltkreis- 
platine geldtet wird. Diese Ldtverfahren werden im fol- 
50 genden im Detail beschrieben. 

Die Verfahren zum Herstellen der Multi-Chip Halb- 
leiterpackung dieser Erfindung werden allgemein in 
zwei Typen klassifiziert, das heiBt einem ersten Verfah- 
ren, wobei ein SIP (single inline package) verwendet 
55 wird und einem zweiten Verfahren, wobei eine Zweiwe- 
geleitung verwendet wird. 

Das erste Verfahren oder ein SIP- Verfahren wird zu- 
erst in Verbindung mit den Fig. 4; 5A, 5B und 8 beschrie- 
ben. Bei diesem Verfahren sind die Kunstleitungen 13 
60 und 13' des unteren und oberen Chips 11 und 11' so 
angeordnet, daB sie entlang einer longitudialeri Linie, 
wie in Fig 8 gezeigt, angeordnet sind. 

In Fig. 4, 5A, SB und 8 bedeuten die Markierungen 
w O M , X und jeweils Positionen der Kunstleitungen 
65 13 des oberen Chips 1 V, Positionen der Kunstleitungen 
13 des unteren Chips 11 und Positionen gemeinsamer 
Kunstleitungen 17. Mit Bezug auf die Zeichnungen wer- 
den beide Seiten der oberen und unteren Oberflachen 
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der Chips HH und 11' zuerst jeweiis mit den Poiyimid- 
schichten 112 und 112' auf ihnen versehen (Schritt 1). Die 
Ldtstellen 14 und 14' werden dann an den Kunstleitun- 
gen 13 und 13' der Chips 11 und 11' ausgebildet (Schritt 
2). Daraufhin werden nach Positionierung der Enden 5 
der inneren Leitungen 15 an den jeweiligen Ldtstellen 
14 und 14' damit sie gleichfdrfnig entlang der longitudi- 
nalen Linie angeordnet sind, die inneren Leitungen 115 
mit den Ldtstellen 14 und 14' durch ein Ldten verlotet 
(Schritt 3). Daraufhin wird ein Halbleiterchip als das 10 
obere Chip 11' verkehrt herum einem anderen Halblei- 
ter Chip als dem unteren Chip 11 uberlagert, woraufhin 
sie mit einem Umhullungs-Epoxiduberzug versehen 
werden, urn sie miteinander zu verbinden (Schritt 4), 
wodurch die Herstellung der Multi-Chip- Packung die- 15 
ser Erfindung erzielt wird 

Urn die Ldtstellen 14 und 14f der Kunstleitungen 13 
und 13' der Chips 1 1 und 1 1 ' bereitzustellen, werden die 
Chips 11 und 11' mit einer Cr/Cu/ Au-Schicht wahrend 
einer Chip-Kunslleitungsmetallisierung versehen, wor- 20 
aufhin sie mit Pb-Sn-Legierungen oder irgendwelchen 
anderen Ldtmasselegierungen iiberzogen werden, de- 
ren Schmelztemperatur hoher ist als die Epoxidaushart- 
temperatur, und zwar durch einen Verdampfungs- und 
ZerstaubungsprozeB oder einen Galvanisierungspro- 25 
zeB. Daraufhin werden die Chips 11 und 111', nachdem 
sie mit der Cr/Cu/Au-Schicht und den Ldtmittellegie- 
rungsuberzugen versehen worden sind, zeitweilig auf 
eine vorbestimmte Temperatur erwarmt die hoher ist 
als eine Ldtmittelschmelztemperatur, urn Lotstellen 14 30 
und 14' vom Kugeltyp an den Kunstleitungen 13 und 13' 
mittels der Oberflachenspannung der geschmolzenen 
Legierungen zu bilden. 

Danach werden die inneren Leitungen 15 so an den 
Ldtstellen 114 und 14' der Chips 11 und XV angeordnet, 35 
daB die Enden der Leitungen 15 an den Ldtstellen 14 
und 14' jeweiis in einer Richtung zum Liegen kommen. 
Daraufhin werden die Chips 11 und 11' in einem Ruck- 
fluBofen erwarmt, urn zu verursachen, daB die inneren 
Leitungen 15 mit den Ldtstellen 114 und 14' verbunden 40 
werden. Dann wird ein Chip als das obere Chip U' 
umgedreht und einem anderen Chip als dem unteren 
Chip 11 uberlagert Die Chips 11 und 11' werden dann 
mit dem Umhullungs-Epoxidharz uberzogen, urn die 
zwei Chips miteinander zu verbinden, woraufhin die 45 
Chips 11 und 11' mit dem EpoxidOberzug einem her- 
kdmmlichen Entgratungs/AusbildungsprozeB unter- 
worfen werden, wodurch die Herstellung der Multi- 
Chip Halbleiterpackung gemaB der Erfindung, wie in 
Fig. 3 gezeigt, beendet wird. 50 

Andererseits wird das zweite Verfahren, wobei die 
Zweiwegeleitung verwendet wird, in Zusammenhang 
mit den Fig. 6, 7A und 7B beschrieben. Wie in den Zeich- 
nungen beschrieben, werden beide Seiten der oberen 
und unteren Oberflachen der Chips 11 und 11' zuerst mit 55 
den Polyimidschichten 12 und 12' darauf versehen 
(Schritt 1). Auf die gleiche Art und Weise wie die in dem 
obigen ersten Verfahren beschriebene werden dann die 
Ldtstellen 14 und 14' auf den ECunstleitungen 13 und 13' 
der Chips 11 und 11' (Schritt 2) ausgebildet, und zwar eo 
danach, nach Positionieren jeden Endes der inneren Lei- 
tung 15 an einer entsprechenden Ldtstelle 14 des unte- 
ren Chips 11, urn in entgegengesetzten Richtungen an- 
geordnet zu sein (Schritt 3'). Daraufhin wird das obere 
Chip IT zu den Leitungen 15 des unteren Chips 11. Die 65 
Chips 11 und 11' werden dann erwarmt durch einen 
RuckfluBofen, urn zu verursachen, daB die inneren Lei- 
tungen 15 und die Chips 11 und 11' miteinander zu der 


gleichen Zeit verbunden werden daraufhin werden die 
Chips 11 und 11' mit einem UmhQllungsepoxidharz 
uberzogen (Schritt 4'). Das Ergebnis der Chips 11 und 
11' mit dem Umhullungsepoxidtiberzug wird einem 
Ausbildungs/En tgrat ungsprozeB unterworf en, wodurch 
die Herstellung der Packung dieser Erfindung erzielt 
wird, wie in Fig. 3 gezeigt 

In Fig. 6 ist eine innere Leitung 15 gezeigt, und zwar 
verbunden mit der Ldtstelle 14' des oberen Chips 11', 
wie durch die gestrichelten Linien dargestellt, die innere 
Leitung 15' kann jedoch vorzugsweise ausgelassen wer- 
den, urn den HerstellungsprozeB zu vereinfachen. 

Zu diesem Zeitpunkt kann die Packung mit den ge- 
meinsamen Kunstleitungen 17 versehen werden, wie bei 
derMarkierungTT. 

Andererseits, falls es zu einem OberflieBen der Lot- 
massen 14 und 14' kommt, wie zum Beispiel aufgrund 
von Intervallen zwischen den benachbarten inneren 
Leitungen 15 des Leitungsrahmens wahrend dem Aus- 
bilden der Ldtstellen 14 und 14', werden die Kunstlei- 
tungen 13 und 13' der Chips 11 und 1 1' ausgebildet als 
Anordnung entlang zweier longitudinaler Linien, wie in 
den Fag. 9 und 10 jeweiis dargestellt, urn einen leitungs- 
abstand zwischen den inneren Leitungen 15 zu vergrd- 
Bern, wodurch das Auftreten eines OberflieBens im we- 
sentlichen beseitigt wird 

Mit anderen Worten werden zwei Typen von Kunst- 
leitungen 13 und 13' der Chips 11 und 11' ausgebildet, so 
daB sie alternierend zickzackfdrmig wie in den Fig. 9A 
und 9B gezeigt, angeordnet sind, danach .mit den Ldt- 
stellen 14 und 14' versehen werden, die jeweiis darauf 
ausgebildet werden, oder die Kunstleitungen 13 und 13' 
werden parallel zueinander ausgebildet, wpbei sie ein- 
ander wie in Fig. 10 gezeigt, gegenuberstehen. 

In der obigen Beschreibung wurde die Packung vom 
SOJ-Typ als ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel be- 
schrieben. Dennoch kann die vorliegende Erfindung fur 
verschiedene Packungstypen neben der Packung vom 
SOJ-Typ verwendet werden, wie zum Beispiel dem 
SOP-(small outline package)-Typ, dem MSP-(mini squa- 
re package)-Typ und dem QFP (quad Bat package)-Typ 
von Packungen, bei denen eines der Halbleiter-Chips 11 
und 11' dem anderen uberlagert werden kann und es 
auch mdglich ist, ein Ldten durchzufOhren. 

Wie oben beschrieben, liefert die vorliegende Erfin- 
dung eine Multi-Chip-Halbleiterpackung und ein Ver- 
fahren zum Hersteilen der Packung, bei dem obere und 
untere Halbleiter-Chips an die inneren Leitungen eines 
Rahmens geldtet werden, um sie miteinander zu verbin- 
den, wodurch die Vorteile entstehen, daB eine Schalt- 
kre is integration verbessert wird und man dadurch die 
gewflnschte Dicke der zu erzielenden Packung hat Wei- 
terhin liefert die vorliegende Erfindung einen anderen 
Vorteil der Herstellung einer Verpackung, in dem man 
zwei Halbleiter Chips verwendet, wodurch die Herstel- 
lungskosten verringert werden, und der Herstellungs- 
prozeB wesentlich vereinfacht wird, aufgrund der ab- 
nehmenden Anzahi von bendtigten Elementen. 

Obwohj die bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung zum Zwecke der Darstellung 
offenbart worden sind, wird es der Fachmann zu schat- 
zen wissen, daB verschiedene Abwandlungen, Hinzufii- 
gungen und Ersetzungen mdglich sind, ohne daB man 
von dem Umfang und dem Geiste der Erfindung, wie sie 
in den begleitenden Anspruchen offenbart ist, abweicht 
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Patentansprtiche 

1. Multi-Chip-Halbleiter-Packung mit einer Viel- 
zahl innerer Leitungen eines Leitungsrahmens; 
unteren und oberen Halbleiterchips, die elektrisch 5 
mit oberen und unteren Oberflachen der inneren 
Leitungen jeweils verbunden sind, 

wobei die oberen und unteren Chips jeweils eine 
Vielzahl von Kunstleitungen haben, die jeweils eine 
auf ihnen ausgebildete Ldtstelle haben, wobei die 10 
Lotstelle mit jeder der inneren Leitungen durch ein 
Ldten verbunden ist, urn zu verursachen, daB das 
obere und das untere Chip elektrisch mit der inne- 
ren Leitung verbunden ist 

2. Multi-Chip Halbleiterpackung, wobei die Ldt- 15 
stellen aus einer Pb-Sn-Legierung oder irgendeiner 
anderen Ldtmassenlegierung sind, deren Schmelz- 
temperatur hdher ist als die Epoxidausharttempe- 
ratur. 

3. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 2, 20 
wobei jede der Ldtstellen eine Kugelform hat 

4. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 1, 
wobei die Kunstleitungen des oberen und unteren 
Chips entlang einer longitudinalen gemeinsamen 
Linie der oberen und unteren Chips jeweils ange- 25 
ordnet sind und auf ihnen ausgebildete Lotstellen 
haben. 

5. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 4, 
wobei die Kunstleitungen des oberen und unteren 
Chips alternierend entlang der longitudinalen ge- 30 
meinsamen Linie angeordnet sind. 

6. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch l f 
wobei die Kunstleitungen der oberen und unteren 
Chips entlang zweier longitudinaler Unien der obe- 
ren und unteren Chips jeweils angeordnet sind und 35 
auf ihnen ausgebildete Lotstellen haben. 

7. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 6, 
wobei die Kunstleitungen der oberen und unteren 
Chips alternierend zick-zackfdrmig angeordnet 
sind und auf ihnen ausgebildete Ldtstellen haben. 40 

8. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 6, 
wobei die Kunstleitungen der oberen und unteren 
Chips so angeordnet sind, daB sie parallel zueinan- 
der sind und auf ihnen ausgebildete Ldtstellen ha- 
ben. 45 

9. Multi-Chip-Halbleiterpackung nach Anspruch 4 
oder 6, wobei die Packung zwei oder mehrere ge- 
meinsame Kunstleitungen aufweist. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Multi-Chip- 
Halbleiterpackung, welches die folgenden Schritte 50 
aufweist: Ausbilden von Polyimidschichten an ge- 
genuberliegenden Seiten einer Oberflache von je- 
dem Halbleiterchip, Ausbilden von Ldtstellen an 
Kunstleitungen des Halbleiterchips nach Positio- 
nieren innerer Leitungen bezuglich der Ldtstellen, 55 
damit sie in eine Richtung angeordnet sind, Verbin- 
den der inneren Leitungen mit den Ldtstellen, und 
nach Oberlagern eines umgedrehten Chips fiber ein 
anderes Chip, wobei die Chips nach den obigen 
Schritten verarbeitet worden sind, Durchfuhrung 60 
eines Umhilllungs-Epoxiduberzugs an diesen 
Chips, urn zu verursachen, daB die Chips miteinan- 
der verbunden werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei auf das 
Chip eine Cr/Cu/Au-Schicht wahrend einer Chip- 65 
Kunstleitungsmetallisierung aufgebracht wird, 
worauf es mit Pb-Sn-Legierungen beschichtet wird, 
woraufhin es zeitweilig auf eine bestimmte Tempe- 


ratur erwirmt wird, urn die Ldtstellen auf den dar- 
aufliegenden Kunstleitungen auszubilden. 

12. Verfahren zur Herstellung einer Multi-Chip- 
Halbleiterpackung, das die folgenden Schritte auf- 
weist: 

Ausbilden von Polyimidschichten jeweils an gegen- 
Oberliegenden Seiten von Oberflachen von oberen 
und unteren Halbleiterchips, 
Ausbilden von Kunstleitungen der Halbleiter- 
chips, 

Anordnen innerer Leitungen bezQglich der Ldtstel- 
len der unteren Chips, so daB sie in entgegengesetz- 
ten Richtungen angeordnet sind, 
Oberlagern eines umgedrehten oberen Chips auf 
obere Oberflachen der inneren Leitungen des unte- 
ren Chips, ErwSrmen der inneren Leitungen und 
der oberen und unteren Chips in einem RtickfluB- 
ofen, urn zu verursachen, daB die inneren Leitungen 
und die Chips zur gleichen Zeit miteinander ver- 
bunden werden, woraufhin ein Umhullungs-Ep- 
oxidOberzug an den Chips durchgefiihrt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das obere 
Chip keine innere Leitung hat. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Umhul- 
lungs-Epoxiduberzug durch SpritzgieBen durchge- 
fuhrt wird. 
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